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背景 炭素原子の単原子層シートであるグラフェンは、バンド分散がギャップレスかつ線形であ

り、電子・正孔が極限的に秀逸な輸送特性を有している[1,2]。グラフェンをチャネルとし、２つ

のトップゲートを有するデュアルゲート構造のトランジスタ(Dual-Gate Graphene FET, DG-GFET) 

[3]は、デュアルゲートに相補的バイアスを印加するとチャネル内に p-i-n 構造を形成できる。本研

究では DG-GFET（Fig. 1）を試作し、その電気的特性の測定・評価を行った。 

実験結果 実験に用いた DG-GFET は文献[4]と同様のプロセス工程で作成されたデバイスである。

まず、ドレイン電圧を 10 mV に固定し、一方のゲート電圧を Dirac 電位に固定し、他方のゲート

電圧を変化させたときのドレイン電流を測定した(Fig. 2)。入出力トランスファー（Id-Vg）特性に

は明瞭なアンバイポーラ特性が得られ、グラフェンがチャネルとして機能していることが分かる。

次に、両ゲートに相補的電位を与えてチャネル内に p-i-n 接合を形成し、ドレイン電流−電圧（Id-Vd）

特性を測定した(Fig. 3)。その結果、通常の半導体の p-i-n ダイオードとは異なり、ギャップレスな

グラフェン特有のドレイン電圧の極性によらず異方性のない対称かつ線形な電流電圧特性が得ら

れた。この特異な DG-GFET 特性は、様々な機能応用が期待できる。 
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Fig. 1 Device cross section. Fig. 2 Ig-Vg characteristics.   Fig. 3 Id -Vd characteristics.  
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